BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

TRAITEMENTS DES MATERIAUX

SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
Sous-épreuve spécifique a chaque option
Option A : Traitements Thermiques

- U4.3A -

SESSION 2013

DUREE : 2 HEURES

COEFFICIENT : 2

CORRIGE

BTS TRAITEMENTS DES MATERIAUX Sciences Physiques et Chimiques

Session 2013

Sous-épreuve spécifique a chaque option — U4.3 A | Code : TMPC A corrigé

Page 1 sur 3




Correction : Baréme
Al: premier procédé : nitruration gazeuse (sur 7,5 points)
1)  Dureté superficielle 0,5
P %Py 0,5
K — z 2 1
2) =T
3) A8 =198,3J.KYmol* 0,5
Il'y a augmentation du nombre de moles de gaz donc du désordre 05
4. AH% =924 klmol™ 0,5
4.b. ArGggs = Anggs -T Arsggs 8’2
A,G% =33,3 kl.mol™ ’
4.c.ArGg98 =-RT LnK 82
K =1,5.10°° donc la réaction ne se fait quasiment pas. ’
5.a.La diffusion se fait plus rapidement a haute température. 0,5
5 AGa= - 70,9 kJ.mol™ 0,5
5.c. K=3,1.10° 0,5
6.a.K(823)>>K(298) : la décomposition de NH; est favorisée 0,5
6.b. 0,5
A, H%, >0 : endothermique donc le sens 1 est favorisé par une augmentation de la
température.
6.c L’ammoniac se décomposant spontanément dans le four a la température considérée, il 0,5
faut en injecter constamment pour espérer nitrurer.
A2 : nitruration ionique (sur 4 points)
1.aVide secondaire 0,5
1.b. Pompe a palettes (pompe Roots) crée le vide primaire nécessaire avant de pouvoir 0,5
obtenir un vide secondaire grace a la pompe a diffusion
2.5chéma : 0,5
0,5
—_— 0,5
= Piece
LR
_- Plasma
| S '
Armivéa - ﬁ—___—. __._UHJJD—.'
degaz ™ & J© avide
Plateau
Piéce au potentiel négatif
Plasma autour de la piece
N* vers la piéce
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3. Les chocs des ions sur la surface de la piéce entretiennent la température du traitement. 0,5+0,5
4. En faisant varier la pression du gaz et donc 1’épaisseur de la zone de chute cathodique | 0,5
ou en faisant varier la DDP
Partie B : utilisation des RX en Tth
B1- utilisation en cristallographie (sur 6 points)
1) Tableau
1
pic 1 2 3 4
20 43 50 74 90 0,5
0° 21,5 25 37 45
dn(nm) | 0,2103 | 0,1824 | 0,1281 | 0,1090
2) Voir tableau ci-dessus 15
3) Méthode proposée mais toute autre méthode est acceptée
Pour le C.C. d’aprées les données de la question 2
_ o _ a , LFinfy  dy AT
i = T U= Fmemaer 40U g, 2~ 7~ 0707
Pour le C.F.C. d’apres les données de la question 2 2
— o _ c ,‘sinﬂi_ﬂ_ﬁ_
Ui = Far = oo QU = 7 ~ 0866
D’apres les 6 labo :: z'- = 0,867 donc la structure est de type C.F.C
4)
0,5
0,5
Le plan est compact car les atomes se touchent sur les diagonales des faces.
B2 - utilisation en CND (sur 2,5 points)
1)  10%m 0,5
2) 1/15=0,23 1’absorption est importante méme pour une si faible épaisseur 0,5+0,5
3a b<li<ls 0,5
3.b. 0,5 (justif.)
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